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Siemens Transistor BC239 Datasheet

BC 237, BC 238, BC 239

NPN-Transistoren
fir NF-Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendung
BC 237, BC 238, BC 239 sind epitaktische NPN-Silizium Planar-Transistoren in

Kunststoffumhillung TO-92 Z (SOT-30 &hnl.) zur Verwendung in NF-Vor- und Trei-
berstufen. BC 239 ist fir rauscharme Vorstufen vorgesehen.

Als Komplementar-Transistoren zu BC 307, BC 308 und BC 309 geeignet.

Typ [ Bestellnummer

Lhmax
BC 237 A Q62702-C276 & ™ EBLC
BC 237 B Q62702-C277 pd L
BC 238 A Q62702-C278 I3 )
BC 238 B Q62702-C279 T k07 b -.le
BC 238 C Q62702-C280 iR
BC 239 B Q62702-C281
BC 233 C Q62702-C282 Gewicht 0,25 Maie in mm
Grenzdaten BC 237 | BC238 BC 239
Kollektor-Emitter-Spannung Uegs 50 30 30 v
Kallektor-Emitter- Spannung &epa 45 20 20 W
Emitter- Basis-Spannung Uena & b B '
Kollektorstrom Ie 100 100 a0 m,
Kollektor-Spitzenstrom Tem 200 200 - mA
Basisstram Ia 50 50 5 mA
Sperrschichttemperatur T 150 160 150 *C
Lagertemperatur Ts =55 bis + 150 “C
Gesamtverlustleistung Prat 300 | 300 | 300 mvW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Ry e | =420 | =420 | =420 |grd/W

Statische Kenndaten (T, = 25 °C). Die Transistoren werden nach der statischen Strom-
verstirkung & gruppiert und mit A, B, C gekennzeichnet 5. 5. 282, Bej Uge =5V
und untenstehenden Kollektorstrimen gelten die nachfolgenden statischen Werte:

B-Gruppe | A | B | c
' BC 237 BC 237 —
Typ BC 238 BC 238 BC 238
— BC 239 BC 239
I, B B B
ma I.(1g IciI g I 1g
0,01 g0 _ 150 270
z 170 (120 bis 220) 290 (180 bis 460) 500 (380 bis 8300)
1007 120 2000 400"

1) Diese Werte gelien nicht fur BC 233
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BC 237, BC 238, BC 239

Statische Kenndaten (7, = 25 C7)

BC 237, BC 238, BC 239 BC 237, BC 238, BC 235

Jc UBE IC. IIIE UEE UI’;E:HI} UEEllt1}
mi v mé ma | W v v

0.1 0.5 10 05 E 0.07(=0.2) | 0.73(=0.83)
2 0,62(0.55bis0.7) 5

100 0,83 100%)| & 5 0,2(<=0.6)t) | 0.87(=1,05)1)

Statische Kenndaten

(Ty = 26°C) BC 237 BC 238 BC 239
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uees = 50 V) Ices 0.2 (<16)| — — na
Kollektor- Emitter- Reststrom

(Uces = 30V) Icee — 0.2(=158)| 0.2 (<16)| n&
Kollektor- Emitter- Reststrom

(Uegs =B0V. Ty=126"C) Jees 0.2 (<4} | — — pA
Follektor- Emitter- Reststrom

(Ueps =30V Ty=125°C) Iees — 02 (<4) | 0.2(<4) | uA
Emitter- Basis-Durchbruch-

spannung (Igag =1 pA Uiariesn| = 6 =5 = 5 v
Kollaktor- Emitter-Durchbruch-

spannung (lces =2 mA) Uierices| = 45 = 20 = 20 W

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) BC 237 BC 238 BC 239
Transitfrequenz (I =05 mA;

Ueg=3Y) g5 856 g5 MHz
Transitfrequenz (I. =10 mA;
Uce=8V.F =100 MHz) fr 260( =160)| 260( =160)| 300(=160)] MHz
Kollektor- Basis-Kapazitat
{UEBE‘:.IQ V: f = 1 MHZJ CEHD = 4.5 = 4.5 = 4.5 PF
Emitter-Basis- Kapazitat
Ugan =06V;f=1 MHZ’} ngﬂ B 8 B FIF

Rauschmalk (I = 0.2 mA;
Ueg=58V.Rg = 2 kQ2;
Af = 30 Hz — 15 kHz) F —_ - < 4 dB
Rauschmal (I = 0.2 mA;
Ucg = 5V:Rg = 2 kQ,
f=1kHz: Af = 200 Hz) F 2({=10) | 2(=10) | =4 dB

'} Der Transistor ist so weit Ubersteuert, dall die statische Stromverstirgung auf einen Wert ven
= 20 abgesunken ist. )
N Diese Werte gelten nicht fur BC 238
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Transistor BC239

BC 237, BC 238, BC 239

Datasheet

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Te=2mA; Ugg=6V:f=1kHz

B-Gruppe A B C
Typ BC 237 BC 237 —
BC 238 BC 238 BC 238
— BC 239 BC 239
Mire 2.7 (1.6 bis 4.5) 45 (3.2 bis 8.5) B.7 (6 bis 15) kil
f1i2a 1.6 2 3 10+
Frz1a 222 (125 bis 260) | 330 (240 bis 500) | 600 (450 bis 900} | =
Py2q 18 (= 30) 30 (= 60y 60 (= 110y ws
Temparaturabhangigkait der Zuliissige Impulsbelastbarkeit
zuldssigan Geasamtwerlustlaistung m ehau = F (1) w = Parameter
Prox = £ (Tu) i
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BC 237, BC 238, BC 239

Stromverstirkung B = f{I.) Stromverstirkung 8 = (I}
Ueg = B V: Ty = Parameter Ugg = §V; Ty = Paramater
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung )
w BC 237 A, BC 238 A ol BC 2378, BC238B,BC2309B
] I 5 =+ “'r;'
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N :W’t == :' i T e I E=Sil ‘.:
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5, l | 1 -1In ' 5 ??mnﬂq . i L4
W] Wi mai 1T
LW |
W bk - ' w :
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. ._Ji: —— 't
Stromwverstirkung & = f{I¢) Kollektorstrom fp = f[Lfa)
Ueg = 5V Ty = Parametar Ueg = 5 V; (Emitterschaltung)
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Siemens Transistor BC239 Datasheet
BC 237, BC 238, BC 239
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
e = F(Ueg): dg = Paramater To = F (Ueg) Iy = Parameter
(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
1"[‘-'?l BC 237, BC 238, BC 239 mA BC 237, BC 238, BC 239
T T 1 -
| e || s o | |
A A asmh |||
| ‘ i wem || g |
8 P (A LTy | 8 e 75 LA 1
SR /74 At | '- i o 8
7, S Bl Lopus |
&0 — 0,28 mA— B - | 7o
L] 2|5 | | |
W= N
" ,/:.,--"‘" 415 mk . b
A | ' N
0J0mA _ | WUA |
1 | | |
10—/ Jy=0.05mA- 2. - | LT
f..--" l ol
| il
% 1 v % T v
Ve —= g
Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien
I m F{Ucg: Ty = Parameter Ip = F (Ueg: Ty = Paramater
{Emitterschaltung) (Emitterschaltumg)
mi BC 237 mA BC 238, BC 239
100 e T 100 T
L 035 /T30 miA dsmat -0 1,35 mA
VWA T e | | Vil v’
d 4 L k e J0ma
80 / % A 020mA] tow r,j-"{-'—*“; 2
/ {/ s f!/ _..-""f it = T
% el ]
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e =1 :
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Ausgangskennlinien Je = f{L:¢)
Ugg = Parameter (Emitterschaltung)

I'.I;'I:- BC 237
AN T T
! i
P T
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| 1
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7 ) - L
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e
0Gav |
g i Ype =080V —
0 0 il i i B0V
— U
Ausgangskennlinien Jo = f [Ucg):
Iy = Parameter (Emitterschaliung)
1%: BC 239
T 1]
|
& 35;.u|k
T 800 |
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600 : Z.S,u.||!|—
e
b | [T = -”‘Lﬁ'd]‘ﬁ.
E |
|
LOpa
n F:4
Jy=0.5 pA
]

Ausgangskennlinien J- = F{Lcg):
Uga = Parameter (Emitterschaltung)

MmA BC 238, BC 238
10 _?J .ﬁ_ﬁf B -
Ie N
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i 086V
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085V
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v ———
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0 10 wy
—=lge
Ausgangskennlinien . = {Ucg):
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BC 237, BC 238, BC 239

Ausgangskennlinien f- = ¥ (L) Eingangskennlinie Jy = F {L/gg)
Iy = Parameter (Emitterschaltung) Ueg =5V
BC 238 (Emitterschaltung)
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BC 237, BC 238, BC 239

Temperaturabhingigkeit

des Reststromes [ono = F{Ty}

fOr mammal zuldssige Sperrspannung
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Emitter- Basis-Kapazitat Cepo = F (Uean)
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BC 237, BC 238, BC 239

Spannungsabhingigkeit der h-Parameter Spannungsabhingigkeit der h- Faramaeter
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Rauschmal F = f iz} Rauschmall £ — / ¥)
Too= 02 mA; Ry = 2 kl; = 1 kHz Uep = B V: Io = 0.2 mA
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